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OBTENCAO E CARACTERIZACAO DE FILMES FINOS DE OXIDO, OXINITRETO E
NITRETO DE SILICIO POR DEPOSICAO ECR/CVD

André Felipe Pestana Faria (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. José Alexandre Diniz
(Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computagéo - FEEC, UNICAMP

Através da deposi¢do quimica a partir da fase vapor auxiliada por plasma remoto (RPCVD) do
tipo ECR-CVD, foram depositados filmes finos e ultra-finos de 6xido (SiO2) e nitreto (Si3N4) de
silicio sobre substratos semicondutores, para a aplicacdo em transistores HBT (“Heterojunction
Bipolar Transistor) e MESFET (“Metal Semicondutor Field-Effect Transistor”), fabricados com
substrato de GaAs, e dispositivos de Si. O interesse nestes filmes isolantes finos e nesta
tecnologia cresce a medida que aumentam os niveis de integracdo e de complexidade dos
atuais dispositivos e circuitos eletrdnicos com dimensdes submicrométricas e nanométricas. Os
filmes de SiO2 e de Si3N4 depositados por ECR-CVD em substratos de Si tiveram os
parametros utilizados: 2,5 sccm de O2 (para deposicdo de 6xido) ou de N2 (para deposigdo de
nitreto) e para ambos processos foram fixados os valores de 5 sccm de Ar, 125 sccm de SiH4,
250 W de poténcia ECR e 3 mTorr de presséo de processo. Os tempos de deposi¢ao de 10,
20, 30 e 40 minutos foram usados para a obtencédo dos filmes de Si3N4. Para a obtencdo do
oxido de Si, o tempo foi fixado em 10 minutos. Os valores de espessuras, determinadas por
dois métodos, elipsometria e perfilometria, e de indices de refracéo foram extraidos, sendo que

estes indicam que os filmes de SiO2 e de Si3N4 séo ricos em Si e em N, respectivamente.
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